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１．概要（Summary） 
偏光回折格子は高効率でかつ広角な光の方向制御が

可能である。液晶を用いた偏光回折格子が多く研究され

ているが、耐久性や小型化においてシリコン製の方が優

れている。今回、シリコン製偏光回折格子の作製を行っ

た。

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  125kV 電子ビーム描画装置、

100kV 電子ビーム描画装置、シリコン深堀エッチング装

置、走査電子顕微鏡

【実験方法】

シリコン基板にレジスト(AR-P6200DR2.5)を塗布した。

電子ビーム描画により設計したパターンの描画を行った。

ドーズ量は 220 µC/m2であった。現像を行った。設計値

に近づけるために、現像液の温度を低くしたものを用いた

場合もあった。その後、エッチングを行い、シリコン基板表

面に 700 nm ほど加工を行った。  
３．結果と考察（Results and Discussion） 
エッチング後のシリコン基板の表面を Fig. 1 に示す。

作製した偏光回折格子の測定評価を行った。Fig. 2 に

測定系を示す。偏光回折格子へ右回り円偏光を入射す

ることで 1 次の回折光が出射される。測定結果を図 3 に

示す。理論値よりも 1次光が減り、その分0次光が増えて

しまった。作製誤差によるものであると考えられる。
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